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發明專利說明書

【發明名稱】資料儲存裝置以及數據錯誤管理方法

DATA STORAGE DEVICE AND MANAGEMENT 

METHOD FOR ERRORS

【技術領域】

rooou本發明係有關於資料儲存裝置。

［先前技術］

【0002】資料儲存裝置所採用的非揮發性記憶體可以是快 

閃記憶體(flash memory)、磁阻式隨機存取記憶體 

(Magnetoresistive RAM)、鐵電隨機存取記憶體(Ferroelectric 

RAM)、電阻式記憶體(Resistive RAM - RRAM)、自旋轉移力矩隨 

機存取記憶體(Spin Transfer Torque-RAM，簡稱 STT-RAM)···等， 

用於長時間資料保存。如何確保非揮發性記憶體儲存內容的可 

靠度為本技術領域一項重要課題。

【發明內容】

［0003］根據本案一種實施方式所實現的一資料儲存裝置 

包括一非揮發式記憶體以及一控制單元。該非揮發式記憶體提 

供劃分為複數個第一階單元的儲存空間，且該等第一階單元更 

分組為複數個第二階單元，使一個上述第二階單元包括多個上 

述第一階單元。該控制單元使該等第一階單元分別編有檢正校 

驗碼，並在讀取一指定之第一階單元時，根據該指定之第一階 

單元之檢正校驗碼判斷該指定之第一階單元的數據狀況，據以 

自我檢測該非揮發性記憶體之其他數據。該指定之第一階單元 

屬於該等第二階單元中一指定之第二階單元。基於該指定之第 
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一階單元之檢正校驗碼辨別出該指定之第一階單元之數據超 

過一第一臨界錯誤量時，該控制單元檢測另外N個第一階單 

元，N為數量。上述N個第一階單元屬於該指定之第二階單元。 

上述N個第一階單元中多於Μ個之數據超過一第二臨界錯誤量 

時，該控制單元標示該指定之第二階單元為損毀，Μ為數量。

【0004】根據本案一種實施方式所實現的一種數據錯誤管 

理方法，應用於一資料儲存裝置且包括：對一非揮發式記憶體 

進行檢正校驗碼編碼，其中，該非揮發式記憶體提供劃分為複 

數個第一階單元的儲存空間，且該等第一階單元更分組為複數 

個第二階單元，使一個上述第二階單元包括多個上述第一階單 

元；使該等第一階單元分別編有上述檢正校驗碼；且在讀取一 

指定之第一階單元時，根據該指定之第一階單元之檢正校驗碼 

判斷該指定之第一階單元之數據狀況，據以自我檢測該非揮發 

性記憶體之其他數據。該指定之第一階單元屬於該等第二階單 

元中一指定之第二階單元。基於該指定之第一階單元之檢正校 

驗碼辨別出該指定之第一階單元之數據超過一第一臨界錯誤 

量時，其他Ν個第一階單元更受檢測，其中，Ν為數量。上述Ν 

個第一階單元屬於該指定之第二階單元。上述Ν個第一階單元 

中多於Μ個之數據超過一第二臨界錯誤量時，該指定之第二階 

單元標示為損毀，其中，Μ為數量。

【0005】本案另一種實施方式所揭露的一資料儲存裝置包 

括一非揮發式記憶體以及一控制單元。該非揮發式記憶體包括 

複數物理區塊，每一該些物理區塊包括複數資料頁。該控制單 

元可對該些物理區塊之一目標區塊的該些資料頁之一目標頁 
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執行一讀取要求以取得一目標數據。當該目標數據之一錯誤位 

元數大於一預設值時，該控制單元主動地對該目標區塊之至少 

一其他資料頁執行該讀取要求以取得至少一其他數據。如果該 

至少一其他數據之至少一錯誤位元也大於該預設值時，該控制 

單元主動地將該目標區塊所儲存的有效資料複製至另一該些 

物理區塊。

[0006]本案所揭露技術使得損壞之儲存空間得以在數據 

無法救回前被發現。

[0007]下文特舉實施例，並配合所附圖示，詳細說明本 

發明內容。

[圖式簡單說明]

[0008]

第1圖以方塊圖圖解根據本案一種實施方式所實現的一資 

料儲存裝置100 ；

第2圖圖解一物理頁之儲存空間規劃 ；

第3圖為流程圖，根據本案第一種實施方式圖解快閃記憶

體102的數據錯誤管理程序；

第4圖為流程圖，根據本案第二種實施方式圖解快閃記憶

體102的數據錯誤管理程序；

第5圖為流程圖，更將快閃記憶體102的數據錯誤管理程序

應用至面(plane)的管理；且

第6圖為流程圖，更將快閃記憶體102的數據錯誤管理程序 

應用至晶粒(die)的管理。

【實施方式】
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【0009】 以下敘述列舉本發明的多種實施例。以下敘述介 

紹本發明的基本概念，且並非意圖限制本發明內容。實際發明 

範圍應依照申請專利範圍界定之。

【0010】 關於一資料儲存裝置之實現，本案所使用的非揮 

發性記憶體可以是快閃記憶體(flash memory)、磁阻式隨機存取 

記憶體(Magnetoresistive RAM)、鐵電隨機存取記憶體 

(Ferroelectric RAM)、電阻式記憶體(Resistive RAM，RRAM)、自 

旋轉移力矩隨機存取記憶體(Spin Transfer Torque-RAM，簡稱 

STT-RAM)···等，具有長時間資料保存之記憶體裝置。以下特別 

以快閃記憶體(flash memory)為例進行討論，但並不意圖限定 

之。

【0011】第1圖以方塊圖圖解根據本案一種實施方式所實 

現的一資料儲存裝置1 ο 0，其中包括快閃記憶體10 2以及一控制 

單元104。資料儲存裝置100以控制單元104耦接一主機106。根 

據主機106所下達的指令，控制單元104操作該快閃記憶體

102。控制單元104可包括運算元件以及儲存指令或運算數據用 

的記憶空間。

【0012】 第1圖更圖解快閃記憶體102的儲存空間規劃。快 

閃記憶體102包括多個晶粒(dies)，各晶粒對應一邏輯單元 

(logical unit，簡稱 L UN)，圖中包括標號 L UN#0 ··· LUN#k。一 

邏輯單元之儲存空間可更劃分為複數面(planes)一例如，圖示 

中，邏輯單元LUN#0之空間包括面Plane#0以及面Plane#l。各 

面包括複數個物理區塊(physical blocks)BLK °各物理區塊BLK 

包括複數物理頁(physical pages)，例如：256個物理頁。資料 
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儲存裝置100可為記憶卡(memory card)、通用序列匯流排閃存 

裝置(USB flash device)、固態硬碟(SSD) ...等產品。有一種應 

用是採多晶片封裝、將快閃記憶體102與其控制單元104包裝在 

一起一稱為嵌入式快閃記憶體模組(如eMMC)。可攜式電子裝置 

一例如，手機、平板···等一也常以快閃記憶體實現其中資料儲 

存裝置。圖示中的主機106可為可攜式電子裝置之微處理器。

【0013】快閃記憶體102之資料更新並非對同樣儲存空間 

作複寫，而是將更新資料儲存在閒置空間。原儲存空間的儲存 

內容則轉為無效。頻繁的寫入操作容易致使儲存空間充斥無效 

的儲存內容，致使快閃記憶體102的儲存內容的有效率低落。 

對於充斥無效物理頁的物理區塊，快閃記憶體102具有垃圾回 

收(Garbage Collection)設計。待整理之物理區塊的有效物理頁 

將被複製至其他物理區塊，使該物理區塊空留無效物理頁，得 

以藉抹除(erase)操作釋出其空間。然而，抹除操作對物理區塊 

的可靠度會有傷害，危及資料保存(data retention) °此外，快 

閃記憶體102更有讀取擾動議題(read disturbance issues)。讀取 

操作蒔，目標字線(WL)的周邊字線須備施加高電壓，將使得周 

邊字線的所操控的記憶單元內容產生擾動。快閃記憶體102可 

靠度也會因而降低。

【0。14】 因應快閃記憶體102至少以上的操作瓶頸，快閃記 

憶體102通常需要搭配錯誤校驗機制一例如，除了儲存數據至 

各物理頁外，亦儲存數據的檢正校驗碼(如錯誤校驗碼 

ECC(Error Correction Code))至各物理頁。檢正校驗碼其他較 

佳實施方式為 BCH 碼(Bose Chaudhuri Hocquengham Code)或低 
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密度奇偶修正碼(Low Density Parity Check Code，LDPC)。基 

於ECC、BCH或LDPC之檢證校驗都可以硬體或軟體方式來實 

現。另外，資料儲存裝置100中可設置多重檢正校驗碼，並依 

實際情況需啟動其中之一或依序啟動檢正校驗碼。在下述中將 

以LDPC為例進行說明，但不以此為限。

【0015】第2圖圖解一物理頁，其中除了提供空間202儲存 

主機106發下的數據，更規劃了空間204儲存檢正校驗碼與映射 

資訊···等後設資料(metadata)。以LDPC為例，其最大檢正校驗 

值為1KB數據之76位元錯誤。另外，一個物理頁的大小可儲存 

一組或多組數據。

【0016】 第3圖為流程圖，根據本案第一種實施方式圖解快 

閃記憶體102的數據錯誤管理程序。步驟S302收到主機106發下 

的數據讀取指令，其中，該數據讀取指令包括一邏輯位址。所 

述邏輯位址可為邏輯區塊地址(Logical Block Addressing，LB A) 

或全局主機頁(Global Host Page，GHP)。步驟S304讀取邏輯位 

址所對應的物理位址(對應的目標區塊及對應的目標頁)的目標 

數據，其中，邏輯位址與物理位址的映射關係是記錄在一映射 

表 H2F(Host logical-Flash physical)中。步驟 S306 判斷目標數據 

是否無法校驗(即1KB數據是否有超過76位元以上的錯誤)？若 

否，則流程結束。若是，控制單元104主動選取目標數據所在 

的記憶體物理區塊中的N個數據(步驟S308)，其中，N個數據的 

選取可與主機106發下的數據讀取指令無關，或者，N個數據的 

物理地址不同於目標數據的物理地址。步驟S310判斷N個(例 

如，N=5)數據中是否有多於Μ個(例如，Μ=3)數據無法校驗？ 
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若否，則流程結束。若是，步驟S312令控制單元104標示該物 

理區塊為損毀，並將該物理區塊之數據（全部、或僅有效數據） 

搬移（或複製）至另一物理區塊，以維護數據正確性。

[0017] 第4圖為流程圖，根據本案第二種實施方式圖解快 

閃記憶體102的數據錯誤管理程序。步驟S402收到主機106發下 

的數據讀取指令。步驟S404讀取邏輯位址所對應的物理位址之 

目標數據。步驟S406判斷目標數據的錯誤位數是否大於一臨界 

錯誤量（例如，1KB是否有70位以上錯誤）？若否，流程結束。 

若是，控制單元104主動選取目標數據所在的物理區塊中的N 

個數據（步驟S408）。步驟S410判斷N個數據中是否有多於Μ個 

數據的錯誤位數大於該臨界錯誤量？若否，流程結束。若是， 

步驟S412令控制單元106標示該物理區塊為損毀，並將該物理 

區塊之數據（全部或僅有效數據）搬移（或複製）至另一物理區 

塊，以維護數據正確性。

【0018】第3圖和第4圖.的主要差別在於步驟S306與S406、 

步驟S310與S410的判斷條件。步驟S306與S310的判斷條件為無 

法校驗，即數據的位錯誤數量超過LDPC最大校驗能力（即1ΚΒ 

數據中有超過76位以上錯誤）。步驟S406與S410的判斷條件為 

數據的錯誤位數是否大於一臨界錯誤量（例如'1ΚΒ有70位以上 

錯誤），即數據的位錯誤數量未超過LDPC的最大校驗能力。藉 

由使用該臨界錯誤量，第二種實施方式可在目標數據尚未損毀 

（即無法校驗）前，進行其他數據的檢測·，並依據檢測的結果來 

決定是否將數據搬移（或複製）至另一物理區塊，以維護數據正 

確性。
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【0019】本案更將快閃記憶體102的數據錯誤管理程序應 

用至面（plane）的管理。第5圖為流程圖。步驟S502判斷是否有 

一物理區塊被標示為損毀？（如步驟S312或S412中被標示為損 

毀的物理區塊）。步驟S504自該損毀物理區塊所在的面（plane） 

中主動選取N1個物理區塊執行損毀檢測程序，其中，損毀檢測 

可參考步驟S308至S312或是步驟S408至S412等用以檢測物理 

區塊是否為損毀物理區塊的程序5 N1為正整數。步驟S506判斷 

N1個物理區塊中是否有多於Ml個損毀物理區塊。若否，則流 

程結束。若是，步驟S508令控制單元104標示該面為損毀，並 

將該面的數據（全部或僅有效數據）搬移（或複製）至另一面，以 

維護數據正確性。

【0020】本案更將快閃記憶體102的數據錯誤管理程序應 

用至晶粒（die）的管理。第6圖為流程圖。步驟S602判斷是否有 

一物理區塊被標示為損毀？（如步驟S312或S412中被標示為損 

毀的物理區塊）。步驟S604自該損毀物理區塊所在的邏輯單元 

（LUN）主動選取N2個物理區塊執行損毀檢測程序，其中，損毀 

檢測可參考步驟S308至S3 12或是步驟S408至S412等用以檢測 

物理區塊是否為損毀物理區塊的程序，N2為正整數。步驟S606 

判斷N2個物理區塊中是否有多於M2個損毀物理區塊。若否， 

則流程結束。若是，步驟S608令控制單元104標示對應該邏輯 

單元的該晶粒為損毀，並將該晶粒的數據（全部或僅有效數據） 

搬移（或複製）至另一晶粒，以維護數據正確性。

【0021】 以上階層式自我檢測與維護概念，可用於任何階 

層劃分架構。一種實施方式是以超級頁（superpage）為數據寫入 
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單位，所述超級頁是複數面(plane)或晶粒(die)的複數資料頁所 

提供的儲存空間。如此實施方式是基於「超級頁」概念選擇檢 

測標的。其他實施方式繁多，此處不再贅述。

【0022】 整理之，本案並不只回應來自主機106的數據讀取 

指令對快閃記憶體102空間做檢測與維護。本案更由控制單元 

104主導儲存空間之檢測與維護。例如，步驟S308以及S408所 

檢測的N個物理頁、步驟S504所檢測的N1個物理區塊以及步驟 

S604所檢測的N2個物理區塊，皆非步驟S302或S402之主機106 

所欲讀取的邏輯位址所對應的物理位址。如此自發的數據錯誤 

管理程序可在儲存空間損毀而數據無法校驗前，即搬移(或複 

製)數據至其他儲存空間。如此一來，快閃記憶體102的數據可 

靠度大大提升。甚至，適當設計的臨界錯誤量可大大降低數據 

無法以檢正校驗碼修復的可能性。

【0023】一種實施方式中，所述之數據錯誤管理程序是由 

主機106的讀取要求觸發，即進入步驟S302或S402 °

[0024] 一種實施方式中，所述之數據錯誤管理程序可以 

是由主機106的寫入要求觸發。控制單元104在對快閃記憶體 

102執行主機106發下的寫入要求後，可將寫入數據回讀。如此 

回讀動作可用來進入第3、或4圖程序。

【0025】一種實施方式中，所述之數據錯誤管理程序可以 

是由垃圾回收機制(garbage collection)觸發。控制單元104在對 

快閃記憶體102進行垃圾回收時，其中所涉及的數據讀取即可 

更用來進入第3、或4圖程序。

【0026】一種實施方式中，所述之數據錯誤管理程序可以 

SHA-16-018_9031C-A45750TWF 9



201901450

是以前景方式或背景方式（控制單元104非根據主機106指令操 

作快閃記憶體102）進行數據自我檢測與維護。

【0027】 特別是，本案是以複數個數據（遍及複數個物理頁） 

的狀況來判斷所屬物理區塊的狀態一相較以單一數據（於單一 

物理頁）判斷所屬物理區塊損壞與否更為可靠。·

【0028】在一種實施方式中，數據若無法以LDPC進行校 

驗，數據儲存裝置100仍可採用獨立硬盤冗餘陣列（Redundant 

Array of Independent Disks，RAID）來進行數據修復。

【0029】 其他採用上述概念完成數據自我檢測與維護的技 

術都屬於本案所欲保護的範圍。基於以上技術內容，本案更涉 

及資料儲存裝置操作方法。

【0030】 雖然本發明已以較佳實施例揭露如上，然其並非 

用以限定本發明，任何熟悉此項技藝者，在不脫離本發明之精 

神和範圍內，當可做些許更動與潤飾，因此本發明之保護範圍 

當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

【符號說明】

[0031]

100〜資料儲存裝置；

102〜快閃記憶體；

104〜控制單元；

106〜主機；

202、204〜物理頁之部分空間；

BLK〜物理區塊；

LUN#0··· LUN#k〜邏輯單元編號0-k ；
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Plane#0、Plane#l~面；以及

S302··· S3 12 ' S402··· S412 ' S502··· S508 ' S602··· S608-步

驟。

SHA-16-018_9031C-A45750TWF 11



201901450

申請案號：106121559

201901450
發明摘要

【中文】

法申請日： 106/06/28 ※贝分類：编獐品

【發明名稱】 資料儲存裝置以及數據錯誤管理方法

DATA STORAGE DEVICE AND MANAGEMENT

METHOD FOR ERRORS

一種高可靠度資料儲存裝置，其中非揮發式記憶體之儲存 

空間包括複數個第一階單元，且該等第一階單元更分組為複數 

個第二階單元。控制單元使第一階單元各自編有檢正校驗碼 ， 

並在讀取一指定之第一階單元時，根據該指定之第一階單元之 

檢正校驗碼判斷該指定之第一階單元之檢正校驗碼的數據狀 

況，據以自我檢測含括該指定之第一階單元的一指定之第二階 

單元的其他空間。

【英文】

A data storage device with high reliability, having a 

non-volatile memory which comprises first-level units and the 

first-level units are further grouped into groups to form 

second-level units. A control unit encodes checking and 

correction code into each first-level unit. When reading a 

designated first-level unit, the control unit determines the data 

status based on the checking and correction code of the 

designated first-level unit and thereby to spontaneously test the 

other space of a designated second-level unit that the designated
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second-level unit contains the first-level unit.

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第⑴圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

100〜資料儲存裝置；

102〜快閃記憶體；

104〜控制單元；

106〜主機；

BLK〜物理區塊；

LUN#0 ■·■ LUN#k〜邏輯單元編號0 ···!＜；

Plane#0 、 Plane#1-面。

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：無。
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申請專利範圍
1. 一種資料儲存裝置，包括：

一非揮發式記憶體，提供劃分為複數個第一階單元的儲存空 

間，且該等第一階單元更分組為複數個第二階單元，使一個 

上述第二階單元包括多個上述第一階單元；以及

一控制單元，使該等第一階單元分別編有檢正校驗碼，並在 

讀取一指定之第一階單元時，根據該指定之第一階單元之檢 

正校驗碼判斷該指定之第一階單元之數據狀況，據以自我檢 

測該非揮發性記憶體之數據；

其中：

該指定之第一階單元屬於該等第二階單元中一指定之第二

階單元；

基於該指定之第一階單元之檢正校驗碼判別該指定之第一 

階單元之數據超過一第一臨界錯誤量時，該控制單元檢測其 

他N個第一階單元，N為數量；

上述N個第一階單元屬於該指定之第二階單元；且

上述N個第一階單元中多於Μ個之數據超過一第二臨界錯誤

量時，該控制單元標示該指定之第二階單元為損毀，Μ為數 

量。

2. 如申請專利範圍第1項所述之資料儲存裝置，其中：

該控制單元標示該指定之第二階單元損毀時，更搬移該指定

之第二階單元之數據至另一上述第二階單元。

3. 如申請專利範圍第1項 所述之資料儲存裝置，其中：
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該等第二階單元更分組為複數個第三階單元，使一個上述第 

三階單元包括多個上述第二階單元；

該控制單元在標示該指定之第二階單元為損毀時，更檢測分 

布於N1個第二階單元的其他N2個第一階單元，N1與N2為數 

量；且

上述N1個第二階單元與該指定之第二階單元同屬上述第三 

階單元中一指定之第三階單元。

4·如申請專利範圍第3項所述之資料儲存裝置，其中：

上述N2個第一階單元中多於M2個之數據超過一第三臨界錯 

誤量時，該控制單元標示該指定之第三階單元為損毀，M2 

為數量。

5·如申請專利範圍第4項所述之資料儲存裝置，其中：

該控制單元標示該指定之第三階單元為損毀時，更搬移該指 

定之第三階單元之數據至另一上述第三階單元。

6. 如申請專利範圍第5項所述之資料儲存裝置，其中：

該非揮發式記憶體為快閃記憶體；

上述第一階單元為物理頁；

上述第二階單元為物理區塊；且

上述第三階單元為晶粒。

7. 如申請專利範圍第6項所述之資料儲存裝置，其中：

上述晶粒更各自包括複數個面，上述面各自包括多個上述物 

理區塊；

該控制單元判別為損毀之物理區塊屬於一指定晶粒的一指 

定面；且
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該控制單元包括自該指定晶粒除上述指定面以外的其他面

選擇物理頁做檢測。

8·如申請專利範圍第6項所述之資料儲存裝置，其中：

上述檢正校驗碼的檢正能力為每千位元組檢正L位元錯誤，L

為數字；且

上述第一、第二以及第三臨界錯誤量全數小於L。

9.如申請專利範圍第1項所述之資料儲存裝置，其中：

該控制單元係根據一主機的一讀取指令讀取該指定之第一 

單元、或根據該主機對該指定之第一單元的一寫入指令讀取 

該指定之第一單元以回讀寫入之內容。

10·如申請專利範圍第1項所述之資料儲存裝置，其中：

該控制單元是在垃圾收集時讀取該指定之第一單元。

11·一種數據錯誤管理方法，可應用於一資料儲存裝置，該方

法包括：

對一非揮發式記憶體進行檢正校驗碼編碼，其中，該非揮 

發式記憶體提供劃分為複數個第一階單元的儲存空間，且 

該等第一階單元更分組為複數個第二階單元，使一個上述 

第二階單元包括多個上述第一階單元；

使該等第一階單元分別編有上述檢正校驗碼；且

在讀取一指定之第一階單元時，根據該指定之第一階單元 

之檢正校驗碼判斷該指定之第一階單元之數據狀況，據以 

自我檢測該非揮發性記憶體之數據 ；

其中：
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該指定之第一階單元屬於該等第二階單元中一指定之第二 

階單元；

基於該指定之第一階單元之檢正校驗碼判別該指定之第一 

階單元之數據超過一第一臨界錯誤量時，另外N個第一階單 

元更受檢測，其中，N為數量；

上述N個第一階單元屬於該指定之第二階單元；且

上述N個第一階單元中多於Μ個之數據超過一第二臨界錯 

誤量時，該指定之第二階單元標示為損毀，其中，Μ為數量。

12. 如申請專利範圍第11項所述之數據錯誤管理方法，更包括： 

標示該指定之第二階單元為損毀時，更搬移該指定之第二 

階單元之數據至另一上述第二階單元。

13. 如申請專利範圍第11項所述之數據錯誤管理方法，更包括： 

標示該指定之第二階單元為損毀時，更檢測分布於Ν1個第 

二階單元的Ν2個第一階單元；

其中：

Ν1與Ν2為數量；

該等第二階單元更分組為複數個第三階單元，使一個上述 

第三階單元包括多個上述第二階單元；且

上述Ν1個第二階單元與該指定之第二階單元同屬上述第三 

階單元中一指定之第三階單元。

14. 如申請專利範圍第13項所述之數據錯誤管理方法，更包括： 

上述Ν2個第一階單元中多於M2個之數據超過一第三臨界 

錯誤量時，標示該指定之第三階單元為損毀，其中，M2為 

數量。
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15. 如申請專利範圍第14項所述之數據錯誤管理方法，更包括： 

標示該指定之第三階單元為損毀時，更搬移該指定之第三 

階單元之數據至另一上述第三階單元。

16. 如申請專利範圍第15項所述之數據錯誤管理方法，其中： 

該非揮發式記憶體為快閃記憶體；

上述第一階單元為物理頁；

上述第二階單元為物理區塊；且

上述第三階單元為晶粒。

17. 如申請專利範圍第16項所述之數據錯誤管理方法，其中：

上述晶粒更各自包括複數個面，上述面各自包括多個上述 

物理區塊；

判別為損毀之物理區塊屬於一指定晶粒的一指定面；且

所述資料儲存裝置操作方法包括自該指定晶粒除上述指定 

面以外的其他面選擇物理頁做檢測。

18. 如申請專利範圍第16項所述之數據錯誤管理方法，其中： 

上述檢正校驗碼的檢正能力為每千位元組檢正L位元錯 

誤，L為數字；且

上述第一、第二以及第三臨界錯誤量全數小於L。

19. 如申請專利範圍第11項所述之數據錯誤管理方法，更包括： 

根據一主機的一讀取指令讀取該指定之第一單元、或根據 

該主機對該指定之第一單元的一寫入指令讀取該指定之第 

一單元以回讀寫入之內容。

20. 如申請專利範圍第11項所述之數據錯誤管理方法，更包括： 

在垃圾收集時讀取該指定之第一單元。
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21. 一種資料儲存裝置，包括：

一非揮發式記憶體，包括複數物理區塊，每一該些物理區 

塊包括複數資料頁；以及

一控制單元，可對該些物理區塊之一目標區塊的該些資料 

頁之一目標頁執行一讀取要求以取得一目標數據，當該目 

標數據之一錯誤位元數大於一預設值時，主動地對該目標 

區塊之至少一其他資料頁執行該讀取要求以取得至少一其 

他數據，如果該至少一其他數據之至少一錯誤位元也大於 

該預設值時，主動地將該目標區塊所儲存的有效資料複製 

至另一該些物理區塊。

22. 如申請專利範圍第21項所述之資料儲存裝置，其中：

該預設值等於一檢正校驗碼的一最大檢正校驗能力值。

23. 如申請專利範圍第21項所述之資料儲存裝置，其中：

該預設值小於一檢正校驗碼的一最大檢正校驗能力值。

24. 如申請專利範圍第21項所述之資料儲存裝置，其中： 

該讀取要求係來自於一主機。

25. 如申請專利範圍第21項所述之資料儲存裝置，其中： 

該讀取要求係對應至一主機的一寫入要求。

26. 如申請專利範圍第21項所述之資料儲存裝置，其中：

該讀取要求係由一垃圾回收機制所觸發。

27. 如申請專利範圍第21項所述之資料儲存裝置，其中： 

該目標區塊包括複數該些物理區塊，該目標頁包括複數該 

些資料頁。
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